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上海证券交易所： 

根据贵所于 2021 年 1 月 29 日出具的《关于中微半导体设备（上海）股份有

限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）〔2021〕

4 号）（以下简称“落实函”）要求，海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、

“海通证券”）会同中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“中

微公司”或“发行人”）及普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称

“会计师”、“普华永道”、“申报会计师”）、上海市锦天城律师事务所（以下简称“律

师”、“锦天城律所”、“发行人律师”）等中介机构，按照贵所的要求对落实函所提

问题进行了认真研究，现逐条进行说明，请予审核。 

说明： 

一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书中的相同。 

二、本回复报告中的字体代表以下含义： 

落实函所列问题 黑体（加粗） 

对落实函所列问题的回复 宋体 

对募集说明书的修改、补充 楷体（加粗） 

三、本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，系

为四舍五入所致。 
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1、请发行人针对募投项目“科技储备资金”的募集资金仅用于与主营业务

相关的控股型并购，完善相关承诺并补充披露。 

回复： 

发行人披露： 

发行人已经在募集说明书“第三章 本次募集资金使用的可行性分析”之“一、

本次募集资金投资项目的基本情况”之“（一）项目基本情况”之“3、科技储备

资金”中补充披露如下： 

“ 

针对对外投资并购项目，公司承诺严格遵守《上海证券交易所科创板上市公

司证券发行上市审核问答》及相关法律法规、规则的规定，仅在开展与主营业务

相关的控股型并购时使用本次募集资金；同时，如公司拟开展跨境收购的，公司

承诺在确保取得收购标的分红不存在政策或外汇管理上的障碍的前提下，使用本

次募集资金开展跨境收购。 

” 
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2、请发行人在募集说明书中，结合公司所处行业状况及地位、公司发展战

略及此前问询回复等情况，补充披露募集资金中补充流动资金超过 30%的合理

性及必要性。请发行人在“与本次发行相关的风险因素”部分，补充提示发行人

未来业务及产品拓展风险、投资并购项目存在不确定性、补充流动资金占比较高

的风险。 

回复： 

发行人披露： 

一、结合公司所处行业状况及地位、公司发展战略及此前问询回复等情况，

补充披露募集资金中补充流动资金超过 30%的合理性及必要性 

发行人已经在募集说明书“第三章 本次募集资金使用的可行性分析”之“一、

本次募集资金投资项目的基本情况”中补充披露如下： 

“ 

（八）本次向特定对象发行股票募集资金投资项目中用于补充流动资金的

比例超过 30%的合理性及必要性 

与传统的制造业企业不同，公司所处的半导体设备领域属于技术、资金、人

才密集型行业，具有产品技术升级快、研发投入大等特点。半导体设备领域一直

保持着较高的技术迭代速度，业内龙头企业必须始终跟紧行业发展方向和客户

需求，储备研发资金，以应对新产品、新技术的需求。 

目前，全球刻蚀设备市场呈现垄断格局，泛林半导体、东京电子、应用材料

等少数几家巨头占据主要市场份额。以近期公开招标的一家国内知名存储芯片

制造企业和两家国内知名集成电路制造企业采购的半导体设备订单情况为例，

国内半导体设备国产化率水平仍较低，刻蚀设备及 CMP 设备的国产化率约为

19.59%和 15.56%，在化学薄膜设备及量测领域国产化率约为 1.51%和 1.97%。 

设备国产化率 光刻 刻蚀 化学薄膜 量测 CMP 

存储芯片制造企业 A 0.00% 22.33% 1.38% 4.57% 27.63% 

集成电路制造企业 A 0.00% 14.81% 0.00% 0.00% 0.00% 

集成电路制造企业 B 0.00% 21.62% 3.16% 1.35% 19.05% 

均值 0.00% 19.59% 1.51% 1.97% 15.56% 

公司瞄准世界科技前沿，受益于多年积累形成的先进的技术、优质的产品、
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丰富的行业经验，公司成为国内为数不多的能与国际巨头进行技术和市场竞争

的高端半导体设备企业。截至 2020 年 9 月末，公司的刻蚀和薄膜设备 1,600 多

个反应台服务于亚洲与欧洲 50 余家芯片制造公司的 70 余条生产线。公司设备

已应用于全球先进的 5 纳米及更先进的国际顶尖的集成电路生产线，为高端集

成电路设备的进一步的推广应用打下了基础。MOCVD 设备打破国外垄断，在行业

领先客户的生产线上成功实现大规模投入量产，公司已成为世界排名前列、国内

占领先地位的氮化镓基 LED 设备制造商。在集成电路及泛半导体对国外设备高

度依赖的领域，公司具备实现自主创新、国产替代的能力。 

当前国际环境背景下，公司下游客户半导体制造厂商面临供应链不稳定带

来的冲击，迫切希望能加快推动设备国产化，保障产业链安全，加快国产替代、

自主可控进程。作为国内刻蚀设备龙头企业，公司在整个半导体设备国产化进程

中具有明显优势。公司长期保持大规模、高强度的研发投入，但对标国际半导体

设备巨头的研发布局和研发规模，公司仍有较大差距。 

本次募集资金项目补充流动资金比例超过 30%具备合理性及必要性，具体如

下： 

1、公司具有轻资产、高研发投入的特点 

（1）公司具有轻资产的运营模式，符合行业特性 

公司具有轻资产的运营模式。相比传统制造型企业，公司更加专注于研发、

整体生产装配和测试等环节。其中，生产工艺主要以小型模组的组装、系统集成、

调试等步骤为主，产品的零部件主要通过订制设计及外购实现，在工厂洁净室内

装配、检测及重复性和稳定性结果验证，无需投入大量的生产类机器设备，对固

定资产的占用较少，具有研发驱动、技术密集型的典型特征和轻资产运营的经营

特点。 

报告期各期末，公司流动资产占资产总额比例分别为 77.48%、80.85%、80.57%

和 78.75%，占比较高，资产的流动性较好。公司在 IPO 募投项目及本次募投项

目实施前后，研发、制造、生产模式均未发生实质性变化，资产结构均为轻资产

公司。 

（2）公司属于高研发投入型企业，已形成较为突出的研发创新优势 
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公司具有高研发投入的特点，且已形成突出的研发创新优势。报告期内 2017

年至 2019 年公司保持高额的研发投入强度，研发投入合计 11.59 亿元，营收占

比为 25.43%，处于同行业上市公司的较高水平。 

截至 2020 年末，公司共有研发人员 346 名，占员工总数的 38.70%。公司成

功研发了具有市场竞争力的半导体刻蚀设备及 MOCVD 设备，并实现了大规模产

业化，积累了丰富的研发和产业化经验以及雄厚的技术和专利储备。福布斯中国

发布的“2020 中国最具创新力企业榜单”中，公司为五家半导体产业上榜企业

之一。 

截至 2020 年末，公司及子公司已申请 1,755 项专利，并取得 1,092 项专利。

绝大多数专利为发明专利，并应用于主要产品。通过核心技术的创新，公司的产

品已达到国际先进和国内领先水平。公司取得的境内外专利，有助于公司在境内

外销售的产品获得专利权保护，同时防止公司产品中的关键技术被第三方侵权；

同时，基于专利权的保护，公司在海内外市场销售产品时获得了因专利权保护而

取得的排他权，可以使公司在海外市场竞争中具有一定的竞争优势。 

综上，公司具有轻资产、高研发投入特点，本次募集资金补流比例高于 30%

符合相关要求。 

2、“科技储备资金项目”系基于行业与公司自身特点设计，具有必要性和合

理性 

公司根据行业和公司自身特点规划了科技储备资金项目，与传统制造企业

的补充流动资金项目不同，科技储备资金项目服务于公司整体发展战略，主要应

用于公司新产品的协作开发和对外投资并购，具有明确的意向与用途。考虑到信

息时代市场瞬息万变、半导体技术发展日新月异的特点，公司将紧抓市场动态和

技术发展动向，根据实际情况适当调整新产品研发协作方向和并购标的，基于谨

慎原则，公司将该部分资金需求以“科技储备资金项目”列示。 

（1）新产品的协作开发和对外投资并购需求迫切 

与传统的制造业企业不同，公司所处的半导体设备领域，进入的资金、人才、

知识产权等门槛较高，需进行持续高强度的研发投入和较长的客户验证周期，才

能形成销售和产业化。集成电路及泛半导体设备技术更新迭代速度快、市场增长

较快，如果仅靠自主研发，时间周期较长，极易错失近期的市场机会。而通过外
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部协作和投资并购等方式，公司可以有效利用外部优势资源，快速切入相关领域，

抓住市场机遇，增强公司核心竞争力。 

此外，近期下游客户对公司提出了更多品类的产品供应需求，产业链的各方

也期望公司发展成为高端平台型设备公司。公司通过与国内外各细分领域先进

公司展开项目协作，有利于快速推进并开发更多、更好的设备产品以覆盖更多的

技术应用和更大范围的细分市场。 

（2）与协作单位已达成初步合作意向，并已明确投资并购标的 

基于上述发展需求，公司管理层根据“三个维度”业务发展战略，已与行业

内多家知名公司形成了初步合作意向，在量测及过程控制、太阳能电池设备、

OLED、第三代半导体、激光刻蚀等多个细分领域已与标的公司股东方就出资事宜

达成一致，或已实际出资。公司和协作单位在该等领域有相当的技术储备和积累，

项目开展过程中，能充分发挥各自在产品、技术方面的优势，尽早开发出满足市

场需求的产品并实现产业化。协作开发和投资并购项目的实施要求公司具有资

金储备支持，根据公司基于历史经验测算的产品协作开发投入和基于投资需求

测算的投资并购需求，该部分资金投入合计约为 30.8 亿元。 

（3）行业特点要求紧跟市场、技术变化 

公司作为半导体设备行业公司，具有轻资产和高研发的特点，与传统制造业

公司的补充流动资金用于营运资金补充不同，公司科技储备资金主要用于新产

品的协作开发和对外投资并购。由于半导体技术发展日新月异，产品迭代速度快，

客户需求、技术发展方向不断变化，公司需要紧跟市场动态和技术发展动向，争

取能够在不断变化的市场和技术中夺得先机。 

目前公司已经明确在集成电路及泛半导体设备的发展方向、后续协作开发

及投资领域，已与多家业内知名公司达成合作意向，并明确各细分领域的投资并

购标的。但由于各项目均涉及到不同的合作方，部分项目尚未签署对合作各方的

约束性文件，后续不排除由于市场环境、双方协商结果等发生变化导致具体合作

项目或并购标的发生调整。在目前时点，基于谨慎性原则，公司将该等项目归入

“科技储备资金项目”进行列示，视为补充流动资金。 

基于上述三点，科技储备资金项目系公司根据行业特征和公司自身实际发

展需求而设计的，公司对于该部分资金的使用已有清晰明确的规划，但考虑到内

外部诸多因素的影响，当前时点公司无法确定项目未来的具体实施状况，故公司
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将其列入科技储备资金项目。基于公司所处行业特征和公司发展需求，该等项目

是公司抓住集成电路及泛半导体设备市场成长机遇的重要关键保障，设置科技

储备资金项目是合理且必要的。 

综上，本次募投项目补流比例高于 30%，主要系当前半导体设备对国外高端

设备高度依赖的背景下，为突破“不对称竞争”，公司肩负自主创新、国产替代

加速的重担以及具备突出的行业地位所致，公司具备“轻资产、高研发”的特点，

本次募集资金补流比例高于 30%具有合理性及必要性。 

” 

二、发行人未来业务及产品拓展风险、投资并购项目存在不确定性、补充流

动资金占比较高的风险 

发行人已经在募集说明书“第五章 与本次发行相关的风险因素”之“一、

对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素”中补

充披露如下： 

“ 

（九）未来业务及产品拓展风险 

本次募集资金将用于支持公司业务及产品拓展，针对海内外客户的多样化

需求，公司持续对设备工艺进行技术升级，并拟开发一系列新设备产品。目前部

分新产品尚处于开发及验证阶段，如果新开发产品及工艺不能有效满足客户需

求，无法得到客户的认可，公司产品市场及业务的拓展将面临一定风险。 

随着公司募集资金的到位和投资项目的实施，公司规模将迅速扩大，将对公

司经营管理、市场开拓、对新并购标的的管控、资源整合等方面都提出了更高的

要求。若公司管理团队的管理水平、风险控制能力无法适应业务发展的需要，公

司将面临一定经营管理风险，对公司核心竞争力、经营稳定性和未来发展产生不

利影响。 

” 

发行人已经在募集说明书“第五章 与本次发行相关的风险因素”之“三、

对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素”中补充披

露如下： 
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“ 

（四）投资并购项目存在不确定性的风险 

公司部分对外投资并购项目尚未签署约束性文件，后续不排除由于宏观经

济形势、金融政策、地缘政治、双方协商结果等发生变化导致具体投资并购标的、

投资并购金额等发生调整的可能性，相关项目能否落地尚存在不确定性。如公司

拟开展跨境收购，尚需经国家和/或地方商务、外汇、发改等相关部门备案/核准，

是否顺利通过备案/核准存在不确定性。 

投资并购项目落地后，双方能否实现业务、制度、文化等方面的有效整合和

协同，被并购标的是否能够达到预期效益，均存在不确定性。如整合未达到预期

效果，可能对公司的经营与发展产生不利影响。 

（五）补充流动资金占比较高的风险 

本次向特定对象募集资金中视同补充流动资金占比较高，主要用于科技储

备资金，满足新产品协作开发项目、对外投资并购项目等需求。 

如果协作开发方向出现偏差或协作开发失败，相应研发投入无法转化为对

公司业绩的贡献，将拖累公司发展。对外投资并购项目存在不确定性，若短期内

未能形成控股收购，募集资金可能会暂时闲置，公司的资产收益率可能存在下降

的风险。 

”  
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3、请发行人在募集说明书中进一步披露本次募投项目“中微临港总部和研

发中心项目”与 IPO 募投项目中“技术研发中心”之间的关系。 

回复： 

发行人披露： 

发行人已经在募集说明书“第三章 本次募集资金使用的可行性分析”之“一、

本次募集资金投资项目的基本情况”之“（一）项目基本情况”之“2、中微临港

总部和研发中心项目”中补充披露如下： 

本次募投“中微临港总部和研发中心项目”与 IPO 募投“技术研发中心建

设升级项目”中的研发中心不是同一个研发中心，二者存在明显区别，具体如下： 

项目 IPO 募投 本次募投 

建设地点 上海金桥出口加工区南区现有厂房 上海临港新片区 

职能定位 

基于 IPO 阶段下游客户对刻蚀和薄膜沉

积技术工艺的需求、市场环境等多方面

的综合考虑，计划在现有厂房建设升级

研发技术中心办公场所与研发实验室，

完善公司研发技术中心设备配置。 

基于中长期业务发展规划，计

划在上海临港新片区搭建从产

品技术研发、样品制造与模拟

测试的全周期研发平台。根据

集成电路产业的发展趋势及市

场需求，开展高端集成电路及

泛半导体领域相关产品与设备

的研发工作。 

研

发

内

容 

CCP 刻

蚀设备 

①先进逻辑电路的 CCP 刻蚀设备开发

（主要用于 14nm 以上的逻辑芯片的

CCP 刻蚀） 

②用于存储器的 CCP 刻蚀设备开发（主

要用于 64 层及以下的 3D NAND 存储芯

片的刻蚀） 

③5-3 纳米电容性等离子体刻蚀技术的

试验机开发 

④具有超高深宽比的存储器芯片等离子

体介质刻蚀技术试验机研发 

①UD-RIE 刻蚀设备的开发及

应用（主要用于 128 层及以上

的 3D NAND 极高深宽比 CCP 刻

蚀）生产设备开发 

②SD-RIE 刻蚀设备的开发及

应用（主要用于 14nm 及以下

逻辑器件的大马士革刻蚀）生

产设备开发 

ICP 刻

蚀设备 

①更先进的 14-7 纳米 ICP 单台反应器

刻蚀设备开发（主要用于 14 纳米及以

上的逻辑芯片，19 纳米及以上的 DRAM

芯片和 64 层及以下的 3D NAND 存储芯

片的刻蚀） 

②5-3 纳米电感式等离子体单台反应器

刻蚀技术和设备的初步研发（主要用于

5-3 纳米 FinFET 结构的逻辑芯片中的

非关键工艺的刻蚀） 

①下一代单台反应器 ICP 刻蚀

设备 Nanova+的开发及应用

（主要用于 7纳米及以下的逻

辑芯片，17 纳米及以下的

DRAM 芯片和 128 层及以上的

3D NAND 存储芯片的刻蚀） 

②下一代双台反应器 ICP 刻蚀

设备 Twin-Star+的开发及应

用（主要用于 14 纳米及以上

的逻辑芯片或者相当技术节点

的 DRAM 芯片的刻蚀，部分 14

纳米以下的 FinFET 等结构的
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项目 IPO 募投 本次募投 

逻辑芯片和 64 层及以下的 3D 

NAND 存储芯片的非关键工艺

的刻蚀） 

③ALE 原子层刻蚀设备的研发

（主要用于 3nm 及以下的 GAA

结构、纳米片结构等高精度逻

辑芯片的刻蚀） 

MOCVD

设备 

①下一代高产能蓝绿光 LED MOCVD 

Alpha 机开发（应用领域：照明应用等 

） 

②基于下一代硅基氮化镓功率半导体应

用的 MOCVD 试验平台开发 

③基于 Mini LED 显示应用的 MOCVD 试

验平台开发（应用领域：背光显示等 

） 

④基于 Micro LED 显示应用的新型 

MOCVD 试验平台开发（应用领域：LED

直接显示等） 

⑤应用于紫外 LED 的高温 MOCVD 技术研

发（应用领域：杀菌消毒、水净化等） 

⑥基于 Mini LED 应用的氮化镓 MOCVD

技术研发 

⑦基于 Micro LED 应用的氮化镓 MOCVD

技术研发 

⑧基于氮化镓功率半导体应用的 MOCVD

技术等研发 

宽禁带功率器件外延生长设备

的研发，主要包括碳化硅材料

功率器件的外延生长设备和技

术的研发 

 

除外延材料碳化硅和 IPO 募投

氮化镓显著区别外，与 IPO 募

投项目中第①、③、④、⑤项

的主要差异： 

1、外延材料：本次募投碳化

硅材料外延生长，IPO 募投氮

化镓基材料外延生长。 

2、外延生长的衬底材质：本

次募投碳化硅衬底上外延生

长，IPO 募投为蓝宝石衬底上

外延生长。 

3、应用领域：本次募投应用

于大功率器件，如新能源汽车

和轨道交通中的逆变器等领域 

热化学

CVD 设

备 

/ 

HPCVD、导体薄膜 LPCVD、

ALD、EPI 等设备的开发及工

艺应用开发 

综上，本次募投“中微临港总部和研发中心项目”在职能定位、研发内容、

建设地点等方面与 IPO 募投“技术研发中心建设升级项目”存在明显差异，是

两个不同的研发中心。 
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对本回复材料中的发行人回复（包括补充披露和说明的事项），本保荐机构

均已进行核查，确认并保证其真实、完整、准确。 

（以下无正文） 
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（此页无正文，为中微半导体设备（上海）股份有限公司《关于中微半导体

设备（上海）股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复》

之盖章页） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中微半导体设备（上海）股份有限公司 

 

年        月        日 
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发行人董事长声明 

 

 

本人已认真阅读中微半导体设备（上海）股份有限公司本次落实函回复报告

的全部内容，确认落实函回复报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。 

 

 

 

发行人董事长签名：                                       

GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧） 

 

 

年 月 日 
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（此页无正文，为海通证券股份有限公司《关于中微半导体设备（上海）股

份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复》之签字盖章页） 

 

 

 

保荐代表人签名：                                                                                        

吴志君      孙剑峰 

 

保荐机构董事长签名：                 

周  杰 

 

 

 

 

 

 

海通证券股份有限公司 

 

年 月 日 
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保荐机构董事长声明 

 

 

本人已认真阅读中微半导体设备（上海）股份有限公司本次落实函回复报告

的全部内容，了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确

认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，落实函回复报告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担

相应法律责任。 

 

 

保荐机构董事长签名：                 

周  杰 

 

 

 

海通证券股份有限公司 

  

年   月   日 

 


